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Procesos CMOS

Procesos Bulk:
substrato Si
dopado

Silicio sobre
aislante (SOI):
substrato
aislante (Zafiro)
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Procesos CMOS: pozo p
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Procesos CMOS: pozo n

Output=5%

|
N+ il N+

N-well

F-substrate

T o e et o I (] (g g e O I

\
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Procesos CMOS: doble pozo

L A A A

\

[

gate-oxide

o

\

[ T ) S

p_’.

T e T

© Consuelo Gonzalo, 2003

R
-
-
e d
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
e
-



Procesos CMOS:

Dirain
leakage

current ':}ul.]:l'llt-= o
n i}

Buried oxde
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Layout de un inversor

AR S AR, ST,
TR A A A

T e T
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Mascadra 1: Difusion pozo n

Mascara para o
eliminar Phasphorous Diffusion

L T [T

p-substrate

-

khwweﬁj

p-substrate
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Layout de un inversor

AR S AR, ST,
TR A A A

T e T
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Madscara 2:Definicion de
regiones activas

Define las
sitd,

r.eg lohes activas Phatore sisi J Phaotoresisi
| | |

donde se van a L J
colocar los ol
dispositivos p-substrate

LReUEd

: n-well :'I
. p-substrate
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Layout de un inversor

AR S AR, ST,
TR A A A

T e T
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Madscara 3: Puerta de
polisilicio

L0 AT A A

\

Se depOSiTG el . Thin Ohxide
polisilicio de T
puerta

[

S

p-subsirate

o

\

e [ o Sn':f-i',. =, [ o
_— -

P-subsirale

T e T
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Layout de un inversor

AR S AR, ST,
TR A A A

T e T
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Mascara 4: Difusion n+

Se crea lCl Arsenic Implani
fuente y el
drenador de
los dispositivos

p-substrale

n

P-sabstrale
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Layout de un inversor

AR S AR, ST,
TR A A A

T e T
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Mascara 5: Difusion p+

Se crea la

fuenTeyel *ll*;****
drenador de R

los dispositivos i X

P p-substrate

=5
D ) I

A-well

p-subsirate
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Mdscara 6: Agujeros de
contactos

Determina las
posiciones L:f_ff;f
donde van los e

contactos

(I L AT L ALY ALY R A Y

WIF BV

n-well

p-subsirale

Elched contact holes

/

_‘--._1| -1""| Sic, E r-\F
i r o 2
A=well

P-subsirale

T e T
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Layout de un inversor

AR S AR, ST,
TR A A A

T e T
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Mascara 7: Metalizacion

Determina las
posiciones donde
van las
Interconexiones p-substrate

(I L AT L ALY ALY R A Y

Afnminum IRterconnection

p-substrale

I ] I Il
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Seccion de un inverso CMOS

\A I AT AL A ALY L A B

\.

{

S0 M}r’-ﬁ' Xl |
Conneclion source-Boay
p-subsirale Conneclion

I el gl
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Layout de un inverso CMOS

R-well

. . . T T
PMOS aclive region I,

- NMOS aclive reglon

K4
A+ diffusion wt | Fatl P

P diffusion

- Polv 1 (paly-Si gale)

E Contact Hole
. B
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Efecto latch-up

Definicion: Generacion de un
camino de baja impedancia en CI
CMOS entre alimentacion y tierra
debido a la aparicidon de
transistores bipolares pardsitos.
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Efecto latch-up

Pty sulxstrabe
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Efecto latch-up

*T1y T2 forman un circuito
tristor

*SiRwy/oRsnoOy Tlo T2
conducen, Vdd se cortocircuita
con GND

‘Los dos transistores conducen
permanentemente hasta que se
corta la alimentacion 2> latch-up
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Reduccion del efecto
latch-up

* Reduccion de la ganancia de los transistores
parasitos

Aumentando la distancia entre dispositivos de
diferente tipo

*Anillos de guarda

*Contactos de pozo y substrato proximos a las
fuentes de conexidn

—

R
- >
-
e d
- >
.
-
-
-
-
-
-
-
-
=
-
-
-
-

I T L) I D A

© Consuelo Gonzalo, 2003




R
e
-
e d
- D
.
-
-
-
-
-
I
- -
= B
-
=
-
. =
-
-
-
. =
I
= &
e
=

Realizacion de

Proceso de diseno de
un CI desde la
concepcion hasta la
puesta en
funcionamiento

un CI

PLANTEAMIENTO DEL
PROBLEMA.
ESPECIFICACION

U

DISENO LOGICO DEL
SISTEMA.
ESQUEMATICO

U

VERIFICACION DEL DISENO
LOGICO.
SIMULACION LOGICA

U

REPRESENTACION DEL
LAYOUT, REGLAS DE DISENO

U

EXTRACCION ELECTRICA
DEL SISTEMA. EXTRACCION
DE NODOS

U

VERIFICACION ELECTRICA.
SIMULACION ELECTRICA

(Caltech Interchange Format) Fichero CLF. <~

U

© Consuelo Gonzalo, 2003
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Layout de un inverso CMOS

R-well

. . . T T
PMOS aclive region I,

- NMOS aclive reglon

K4
A+ diffusion wt | Fatl P

P diffusion

- Polv 1 (paly-Si gale)

E Contact Hole
. B
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http://bwrc.eecs.berkeley.edu/Classes/icdesign/eel41 s02/Lectu
res/Lectureb-Manufacturing.pdf

http://dunham.ee.washington.edu/ee539/notes/Chapter?2.pdf

http://tuttle.merc.iastate.edu/ee432/notes/mosprocessoverview
s/cmos70/cmos70.htm
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http://bwrc.eecs.berkeley.edu/Classes/icdesign/ee141_s02/Lectures/Lecture5-Manufacturing.pdf
http://bwrc.eecs.berkeley.edu/Classes/icdesign/ee141_s02/Lectures/Lecture5-Manufacturing.pdf
http://bwrc.eecs.berkeley.edu/Classes/icdesign/ee141_s02/Lectures/Lecture5-Manufacturing.pdf
http://bwrc.eecs.berkeley.edu/Classes/icdesign/ee141_s02/Lectures/Lecture5-Manufacturing.pdf
http://dunham.ee.washington.edu/ee539/notes/Chapter2.pdf
http://dunham.ee.washington.edu/ee539/notes/Chapter2.pdf
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Seccion de un transistor
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